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【手続補正書】
【提出日】平成23年9月15日(2011.9.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　個々のチップを、拘束基板（４４）に集合的にボンディングする方法であって、
　機能性層（４０）を、二つの隣接する層（４０）間にスペースeで隣接する非接触状態
で支持体（４１）に配列し、
　接着剤（４３）を前記機能性層のそれぞれに付着し、
　前記拘束基板（４４）を前記接着剤の上に搬送し、
　こうして形成されたアセンブリを、拘束基板に結合されたチップ（４５）を形成する部
分に単一化し、
　各機能性層に付着された接着剤が、調整された接着剤（４３）の滴であり、且つ基板（
４４）が前記スペース（４６）の上方に配置された開口（４８）を有することを特徴とす
るボンディング方法。
【請求項２】
　前記機能性層が接着支持体（４１）に配列されていることを特徴とする請求項１記載の
ボンディング方法。
【請求項３】
　前記スペースeが４０μｍと５００μｍとの間にあることを特徴とする請求項１記載の
ボンディング方法。
【請求項４】
　前記機能性層（４０）がシリコンで形成されていることを特徴とする請求項１記載のボ
ンディング方法。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか１項記載の方法を実行するため異なる膨張係数の材料の基板
によって半導体読み取り回路を拘束の下で配置する方法。
【請求項６】
　材料が、ゲルマニュウム、サファイヤ、BeOから選択されることを特徴とする請求項５
記載のボンディング方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　本発明は、個々のチップを拘束基板に集合的にボンディングする方法に関し、この方法
は、機能性層を、二つの隣接する層間にスペースeで隣接する非接触状態で支持体上に、
例えば、接着剤を介して配列し、接着剤の調整された滴を前記機能性層のそれぞれに付着
し、前記拘束基板を前記接着剤の滴の上に搬送し、こうして形成されたアセンブリを、拘
束基板に結合されたチップを形成する部分に単一化し、各機能性層に付着された接着剤が
、調整された接着剤の滴であり、且つ基板が前記スペースeの上方に配置された開口を有
することを特徴とする。
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